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Descriere:

Inventia se referd la tehnologia de producere a semiconductorilor, in special la procedecle de
obtinere a structurilor semiconductoare poroase.

Este cunoscut procedeul electrochimic selectiv pentru obtinerea semiconductorilor cu suprafata
nano - si microstructuratd, care include depunerea unei masti pe suprafata semiconductorului,
implantarea ionilor in regiunile selectate ale suprafetei semiconductorului, inldturarea mastii de pe
suprafati si tratarea electrochimicd ulterioard a acestuia [1].

Dezavantajul inventiei date constd in aceea cd nu este utilizatd eficient toatd suprafata
semiconductorului si lipseste posibilitatea de obtinere a regiunilor cu diferite grade de porozitate.

Problema pe care o rezolvd inventia propusd constd in majorarea eficacititii de utilizare a
suprafetei semiconductorului si in obtinerea semiconductorilor cu suprafata cu diferite grade de
porozitate.

Procedeul, conform inventiei, constd in aceea cd pe suprafata semiconductorului se depune o
mascd, pe regiunile neacoperite se implanteaza ioni de energie Inaltd, apoi masca se inldturd, iar
suprafata semiconductorului se supune corodarii electrochimice. Noutatea constd in aceea cd inainte
de corodare pe suprafata semiconductorului repetat se depune o masca numai pe regiunile care au fost
implantate cu ioni de energie Inalta diferitd de cea anterioara, si se inlaturd masca.

Rezultatul inventiei constd in aceea cd se obtine o suprafatd structuratd a semiconductorului cu
gradul de porozitate reliefat.

Exemplu de realizare a inventiei

Pe proba de semiconductor de GaP, curdtatd cu acetond sau alcool izopropilic, a fost depusd o
mascd metalicd de Ag cu grosimea de 5 um, care acoperd selectiv suprafata probei de GaP. Pe
regiunile neacoperite au fost implantati ioni de energie inalti de argon la doza de 10" cm™. Energia
implantirii este de 5 MeV. Apoi proba de GaP a fost clititd in apa distilatd i a fost inldturatd masca
metalicd de Ag. Din nou a fost depusd o mascd metalicd, acoperind regiunile suprafetei implantate cu
ioni la doza D1, iar in regiunile selectate neacoperite de a doua masca au fost implantati ioni de
energie inalti la doza D2=10"" cm™. Energia implantirii este de 5 MeV. Ulterior de pe proba de GaP,
clatitd in apd distilati, a fost inliturati masca metalici de Ag. Dupd aceasta a fost corodatd
electrochimic toatd suprafata implantatd in solutie apoasd de H,SO, 5% timp de 5...10 min, la
tensiunea de 5 V.

Ca rezultat pentru regiunea cu doza DI s-a obtinut un grad de porozitate de 25%, iar pentru

regiunea cu doza D2 gradul de porozitate constituie 55%.
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(57) Revendicare:

Procedeu de obtinere a structurilor semiconductoare poroase care constd in aceea cd pe suprafata
semiconductorului se depune o mascd, pe regiunile neacoperite se implanteaza ioni de energie nalta,
apoi masca se inldturd, iar suprafata semiconductorului se corodeaza electrochimic, caracterizat prin
aceea ci inainte de corodare pe suprafata semiconductorului repetat se depune o mascd numai pe
regiunile care au fost implantate cu ioni, iar pe regiunile neacoperite se implanteazi ioni de energie
inaltd diferitd de cea anterioard si se inlaturd masca.
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